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электрических преобразователях на основе пленочных гетеросистем
CdS/CdTe. При этом оптимальная толщина слоя CdS составляет 0,3 мкм.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОМИЧЕСКОГО ДЕЛИТЕЛЯ

В связи с тем, что киловольтметры, выпускаемые в бывшем СССР, уже
не производятся, например, электростатический киловольтметр С-100, а де-
лители напряжения такого класса, выпускаемые отечественной промышлен-
ностью, достаточно дороги (порядка 20 тысяч грн.) и требуют покупки  изме-
рителя низкого напряжения высокого класса точности.

Целью настоящей работы является разработка измерителя высокого
напряжения 5-100кВ, обеспечивающего высокую точность измерения (менее
1%), с высокой степенью экранирования от влияния внешних   электрических
полей и гальванической развязкой с низковольтной измерительной аппарату-
рой.

Состав изделия: высоковольтный блок и интеллектуальный измери-
тельный модуль.

Высоковольтный блок состоит из двух включенных встречно омиче-
ских делителей напряжения, таким образом, что оба измерительных плеча
находятся под потенциалом, равным алгебраической полусумме потенциалов
приложенных к блоку. В качестве омических сопротивлений  использованы
резисторы VR-68 номиналом 68 Мом.

Особенности  конструкции высоковольтного блока: 1) «Низковольт-
ные» плечи находятся под высоким потенциалом и  не соединены гальвани-
чески напрямую с заземляющей шиной. Выравнивающие экранные металли-
ческие кольца с наружным диаметром, превышающим расстояние между со-
седними кольцами 1,5 раза,  подключены к средней точке и клеммам. При та-
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ком способе выполнения измерителя утечка заряда с выравнивающих колец
не влияет на показания прибора, так как падение напряжения на низковольт-
ном плече от  тока утечки не зависит. Также существует возможность нара-
щивания блоков и увеличение диапазона измеряемых напряжений, причем
точность измерений существенным образом не будет меняться. 2) Второй
особенностью разработанного измерителя является применение автономного
радиопередающего интеллектуального измерительного модуля, не имеющего
прямой гальванической связи с любой из клемм. Результаты измерения на-
пряжения с «низковольтного» измерительного плеча высоковольтного блока
в интеллектуальный измерительный модульпо радиоканалу. Мощности пере-
датчика хватает для обеспечения уверенного приема сигнала на расстоянии
до 20 м на открытой местности.

В интеллектуальный измерительный модуль реализована возможность
корректировки характеристики высоковольтного измерителя.
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДА КАДМИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ВАКУУМНО-ТЕРМИЧЕСКИМ ИСПАРЕНИЕМ

В настоящее время для создания экономичных ФЭП используется
структура n-CdS/p-CdTe, где CdS используется в качестве широкозонного
окна, что позволяет уменьшить негативное влияние поверхностной рекомби-
нации неравновесных носителей заряда за счет удаления области их активной
генерации от освещаемой поверхности. В поликристаллических пленочных
гетеросистемах CdS/CdTe исследовано влияние кристаллической структуры
на оптические свойства слоев CdS, полученных термическим испарением.
Рентгендифрактометрически установлено, что с ростом толщины поликри-
сталлических слоев CdS от 0,1 мкм до 0,3 мкм, размеры областей когерентно-
го рассеяния (ОКР) увеличиваются от 44,1 нм до 104,3 нм. При этом микро-
напряжения в системе ITO/CdS также увеличиваются от 0,76·10-3 до 1,27·10-3.
На основе анализа экспериментальных значений межплоскостных расстоя-
ний в слоях CdS, сделан вывод о характере возникающих в процессе конден-
сации полупроводникового слоя остаточных макронапряжений. При малых


